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В монолитных ИМС как правило используются диффузионные резисторы, 
представляющие собой области внутри кристалла с определенным типом элек-
тропроводности, созданные одним из двух известных нам методов:  

1.методом локальной диффузии примеси в кристалл  
2. методом эпитаксии на общей поверхности кристалла ИМС.  
Диффузионные резисторы формируются в «карманах», изолированных 

от других элементов либо p-n-переходами, либо диэлектриком. Сопротив-
ление диффузионного резистора зависит от линейных размеров области, 
выполняющей роль резистора (ее длины, ширины и толщины), концентра-
ции примесей [1]. 

Таким образом, диффузионные резисторы представляют собой наиболее 
распространенный в современной микро- и наноэлектронике  тип резисторов 
полупроводниковых ИМС, так как предоставляют возможность совместного 
технологического процесса изготовления с активными компонентами схемы. 
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В работе описаны теоретические основы и аналитические возможности 
кондуктометрии, рассмотрен один из способов кондуктометрического ана-
лиза – кондуктометрическое титрование. Это титриметрический способ ис-
следования, в котором точка равносильности находится по резкому измене-
нию электрической проводимости раствора в процессе титрования (различ-
ная подвижность ионов), т.е. проводится исследование, базирующееся на 
установлении состава вещества по излому кривой титрования. 

Значима практическая ценность кондуктометрического титрования, ко-
торый наиболее необходим в тех случаях, когда растворы непрозрачны или 
сильно окрашены (он не требует использования индикаторов, потому что 
суть этого процесса заключается в замене ионов титруемого вещества 
ионами добавляемого реагента).  

Кондуктометрическое титрование постоянно используется в фармацев-
тической промышленности, в частности при производстве лекарственных 
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веществ. Так же этот метод находит своё применение для титрования силь-
ных и слабых кислот, оснований, аминов с различной концентрацией, для 
определения большинства катионов (Fе3+, Сu2+, Ni2+ и др.) и анионов (Cl-, 
Br-, I-, оксалат, тартрат, салицилат и др.), общей жесткости. 

Рассмотрены и описаны примеры нахождения массы HCl и H3BO3 в ана-
лизируемом образце. Для этого использовали два самостоятельных метода: 
метод кислотно-основного кондуктометрического титрования и потенцио-
метрического (рН-метрического) титрования. Проведено сравнение дан-
ных, полученных в результате анализа, с действительным значением. Про-
анализированы результаты и сформулированы выводы о сравнительной 
точности использованных приёмов анализа. [1] 
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Метод предназначен для изготовления субмикронных и наноразмерных 
топологических элементов посредством экспонирования электронным лу-
чом. В отличие от находящей широкое применение в микроэлектронике фо-
толитографии, в данном методе используются электроны вместо фотонов, 
так как длина волны электронов на порядки ниже, чем у ультрафиолетового 
излучения. В настоящее время электронная литография позволяет получать 
разрешение 40 - 80 нм, что делает данный метод перспективным для приме-
нения на уровне субмикронных технологий. 

Основными элементами сканирующих систем экспонирования являются 
электронные пушки. Различают две системы электронно-лучевой литогра-
фии – сканирующая и проекционная. В первом случае резист экспонируется 
последовательно перемещаемым в плоскости рисунка фокусированным 
пучком электронов. В проекционной литографии используется несфокуси-
рованный поток электронов и маска с заданным рисунком. 

Чтобы получить высокую разрешающую способность, пучок электронов 
управляется и отклоняется посредством магнитных и электростатических 
полей. Основными узлами установок электронно-лучевой литографии явля-
ются: 




